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■ はじめに 
プラズマは

対する高い加
管内にガスを
えてプラズマ
れたプラズマ
マ技術が注目
の流れに対し
とが報告され
ラズマをガスの
料をエッチング
「吸引プラズマ
すようにマスク
ある。エッチン
以内で貫通出
を活かした精
手始めとして
ブミクロンの薄
みた。ダイアフ
基板を貫通す
ある。そこで、
ための条件と
出技術とを検
ダイアフラム構
る。 
 
■ 活動内容 
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 放電に用いら
釈用ガスとの混
引プラズマの維
える影響を調べ
た。その結果
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カメラでモニタ
った際に基板
現象をエッチ
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化し、ガスの出
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目されている。
して電極の上流
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性種により材料
れている。近年
ら高周波電力を
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、加工孔底部
るSiのダイアフ
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